
二次元原子層物質(2D AL)の端（エッジ）の特異な原子配列は
興味深い電子・スピン現象をもたらしますが、１つの試料中
のエッジの量は少なく、欠陥も多いのが問題です。そこで当
研究室では、多様な2D AL上にリソグラフィを用いずに超低
欠陥・低汚染ナノメッシュ構造を形成、磁性・スピン現象を
報告して来ました。これまでにグラフェン、hBNなどで細孔
エッジからの室温強磁性の発現を報告しましたが、今回最新
の2D AL物質である黒リンを酸化する事で巨大な室温強磁性
が発現する事を発見しました。これはエッジP=O(リン・酸
素)ボンドにおける強磁性スピン配列の出現によるものと考え
られ、酸化され易いという黒リンの欠点を逆に活用して、
エッジO原子のスピンを偏極させた結果です。大気中に放置
するだけで巨大な磁化が得られるため、希少磁性元素を用い
ない磁気・スピン素子として今後の応用が大いに期待されま
す。

論文は下記リンク参照
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